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Bezugszeichenliste 

100 integrierter Schal tkreis 

101 Silizium-Substrat 

102 Ron taktierungs element 

103 erster Feldef f ekttransistor 

104 zweiter Feldef f ekttransistor 

105 Gate-Bereich 

106 Gate-Bereich 

200 erste Layout-Ansicht eines integrierten Schaltkreises 

201 erster Feldef fekttransi stor 

202 zweiter Feldef f ekttransistor 

203 gemeinsame Gate-Leitung 
203a erste Gate-Komponente 
203b zweite Komponente 
203c erste Verlauf srichtung 
203d zweite Verlauf srichtung 
203e dritte Verlauf srichtung 
203 f vierte Verlauf srichtung 

204 aktives Gebiet 

204a erste Verlauf srichtung 
204b zweite Verlauf srichtung 

205 aktives Gebiet 

205a erste Verlauf srichtung 
205b zweite Verlauf srichtung 

206 erstes quadratisches Kontaktierungselement 

207 zweites quadratisches Kontaktierungselement 

208 drittes quadratisches Kontaktierungselement 

300 zweite Layout-Ansicht eines integrierten Schaltkreises 

301 erstes rechteckf ormiges Kontaktierungselement 
301a dritte Verlauf srichtung 

301b vierte Verlauf srichtung 

302 zweites rechteckf ormiges Kontaktierungselement 
302a dritte Verlauf srichtung 

302b vierte Verlauf srichtung 
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303 drittes rechteckf ormiges Kontaktierungselement 
303a dritte Verlauf srichtung 
303b vierte Verlauf srichtung 
401 Li thographi e- Einr i chtung 
405 Silizium-Waf er 
406a prozessierte Chips 
406b unprozessierte Chips 
406c zu prozessierender Chip 

407 Justieroptik 

408 Retikel 

409 Linse 

410 Vor justieroptik 

411 La serin ter f erometer 

412 Spiegelf lache 

413 xy-Tisch 

414 Objektiv 

415 Trager- Element 
440 Flussdiagramm 

450 erster Ver f ahrensschritt 
455 zweiter Ver f ahrensschritt 
460 dritter Ver f ahrensschritt 
465 vierter Ver f ahrensschritt 
470 funfter Ver f ahrensschritt 
475 sechster Verf ahrensschritt 



